[bookmark: _GoBack]采购需求
一、为落实政府采购政策需满足的要求：
	[bookmark: _Hlk45005599]序号
	政策名称
	内容

	1
	政府采购进口产品
	不允许采购进口产品

	2
	政府强制采购节能产品
	不适用

	3
	政府优先采购节能、环保产品
	不适用

	4
	政府采购支持科技创新
	提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件”

	5
	政府采购促进中小企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“资格文件”
本项目属性为：货物
采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业
中小企业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	6
	政府采购支持监狱企业发展
	提供材料详见招标文件第六章“资格文件”

	7
	政府采购促进残疾人就业
	提供材料详见招标文件第六章“资格文件”



二、采购资金的支付方式、时间、条件：
	[bookmark: _Hlk45005608]▲付款方式
	1、货款支付方式：
货到经安装调试并验收合格后凭用户出具的验收报告30天内支付100%货款。
2、货款的结算：
开票信息：开具增值税专用发票；
抬头：浙江大学
纳税人识别号：12100000470095016Q
地址：杭州市余杭塘路866号，电话88981919
开户行：农行杭州市浙大支行紫金港支行
账号：19042201040000014
行号：103331004223



三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：
	交付时间
	合同签订后30日内

	交付地点
	浙江大学杭州国际科创中心（水博园）A03-401

	▲质保期
	12个月，项目验收合格后开始计算。

	包装和运输
	（1）投标人应对其提供的货物在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，内箱包装统一要求为25片/盒。硅片在运输过程中禁止外箱堆叠、压货，避免造成货物外箱变形。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。以保证安全运达采购人指定地点。
（2）投标人交付时，技术指标参数数据以及清单一并附于内。
（3）投标人在提供的物品在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备采购人接货。根据采购人通知的时间和指定的地点，投标人负责安排送货、清点，设备初验收合格前的保管工作由投标人负责，费用投标人承担。
（4）货物在交付采购人前发生的风险均由投标人负责。

	其他技术、服务要求
	▲1.供应商应按招标文件规定向采购人提供全新的原装合格产品，产品应符合国家法律法规规定。供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。
2.供应商应提供有关的全套技术文件。
3.工程变更通知要求
3.1供应商的任何变更事项都要进行事前通报（例对最终产品的品质、信赖性、物理、化学特性上有影响的变更事项）。
3.2在采购人承认产品变更之前，禁止将工程变更的材料发货给采购人。
3.3对于没有提前告知的变更导致采购人产品品质事故或对信赖性，特性变化产生影响，供应商应负责赔偿损失。

	知识产权
	1．供应商对硅片规格书，如有保密属性或者专利使用，应保密地向采购人披露，并授权采购人内部终生使用。 采购人同意此类知识归属供应商或其许可人的知识产权和专有财产。
2．对于采购人所使用的原材料硅片的任何创新及研发，采购人保留其衍生作品及相关知识产权的所有权利，所有权益，除非双方达成许可协议，否则采购人不会就上述修改和改进向供应商授予许可。
3．供应商保证对原材料硅片的应用不侵犯任何第三方的知识产权。供应商同意完全确认并使采购人免受因任何侵犯第三方关于原材料硅片的知识产权而产生的任何及所有责任、成本、律师费、费用、损失和损害。

	验收标准
	1.验收由采购人负责实施；
2.验收依据：
2.1合同、招标文件、投标文件；
2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；
2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。
3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。
4.验收合格的条件：
4.1所供货物符合产品标准和合同的要求；
4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；
4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；
4.4所供货物已通过使用单位组织的验收；
4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。



四、技术要求

[bookmark: _Hlk94018176]1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。
2.需实现的功能或者目标：硅是制造集成电路的主要材料，因为它具有良好的导电性和热传导性。在晶圆上，通过光刻、蚀刻、离子注入等工艺，可以形成数十亿个晶体管和互连线，从而制成微型集成电路。
3.包装规格：25片/盒
4.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
	序号
	名称
	数量
	单位
	质量、安全、技术规格、物理特性等要求
	▲最高限价（元）

	1
	硅片-P-Particle控片
	2400
	片
	12吋控片，P型测试片中的颗粒测试硅片，电阻率0.5-100 （具体要求以附件详细规格书为准）
	703200

	2
	硅片-挡片
	2000
	片
	12吋挡片，电阻率要求0.5-100ohm（具体要求以附件详细规格书为准）
	344000

	3
	硅片-P-Control控片
	1200
	片
	12吋控片，P型，电阻率要求为8-12ohm（具体要求以附件详细规格书为准）
	351600

	4
	硅片-产品片1
（核心产品）
	2500
	片
	12吋，衬底厚度775um，衬底电阻率要求在1-3mohm，衬底掺杂要求为As，背封要求LTO 1500 A+/-10% + Poly 4000 A+/-10% + LTO 1000 A+/-10%，外延掺杂要求为磷烷，外延厚度要求7.0±5%um，电阻率要求0.25±5%ohm.cm（具体要求以附件详细规格书为准）
	2233500

	5
	硅片-产品片2
	1800
	片
	12吋，衬底厚度775um，衬底电阻率要求在2.4-3.1mohm，衬底掺杂要求为B，背封要求LTO1500A +/- 10 % + Poly 4000 A +/- 10% + LTO 1000 A +/-10%，外延掺杂要求为硼烷，外延第一层厚度要求2.0±5%um，电阻率要求0.1±6%ohm.cm；外延第二层厚度要求2.5±5%um，电阻率要求0.54±6%ohm.cm（具体要求以附件详细规格书为准）
	1608120

	6
	硅片-产品片3
	500
	片
	12吋，衬底厚度775um，衬底电阻率要求在2.5-3.1mohm，衬底掺杂要求为B，背封要求LTO 1500 A +/-10% + Poly 4000 A+/-10% + LTO 1000A +/-10%，外延掺杂要求为硼烷，外延第一层厚度要求2.0±5%um，电阻率要求0.1±6%ohm.cm；外延第二层厚度要求3.4±5%um，电阻率要求0.85±6%ohm.cm（具体要求以附件详细规格书为准）
	446700

	7
	硅片-产品片4
	350
	片
	12吋，衬底厚度775um，衬底电阻率要求在1-1.3mohm，衬底掺杂要求为ph，背封要求LTO 1500A +/- 10% + Poly4000A+/-10% + LTO1000 A +/- 10 %，外延掺杂要求为磷烷，外延厚度要求3.4±5%um，电阻率要求0.24±5%ohm.cm（具体要求以附件详细规格书为准）
	312690




详细规格书如下：
硅片--P-Particle控片规格书
	项目
	规格

	单晶类型
	低COP单晶

	晶向(度)
	<100> ± 1.0

	硅片类型
	P

	掺杂剂
	硼

	去边(毫米)
	3

	电阻率(欧姆-厘米)
	0.5-100

	径向电阻率变化
	不做要求

	氧浓度(1E17/cm3)
	不做要求

	径向氧含量变化(距边=6mm)
	不做要求

	碳浓度
	不做要求

	体铁浓度
	不做要求

	晶圆ID标记
	T7 + OCR

	标记位置
	背面

	退火
	不做要求

	直径（毫米）
	300± 0.2

	切口深度（毫米）
	1+0.25,-0.00

	切口方向
	<110> ± 1.0

	切口角度（度）
	90 +5,-1

	边缘锐度
	Cy=194

	边缘表面状态
	抛光

	厚度(微米)
	775±20

	总厚度变化(微米)
	≦10

	弯曲
	不做要求

	翘曲(微米)
	≦70

	正面局部最小平方和的最大范围(方格尺寸25*25)PUA95%
	不做要求

	表面金属污染
	　

	钠，铝，钙，钾
	≦1xE10/cm2

	铁，铬，铜，镍，锌
	≦1xE10/cm2

	划痕（宏观）
	无

	划痕（微观）
	≦35mm
（总长度)

	≧0.2um
	不做要求

	≧0.16um
	≦30

	≧0.09um
	≦80
（包括LPDN颗粒）

	≧0.065um
	不做要求

	≧0.037um
	不做要求

	背面标准
	　

	亮度（光泽度）
	≧80%

	划痕（宏观）
	不做要求

	划痕（微观）
	不做要求

	背面局部光散射
	不做要求


硅片-挡片规格书
	项目
	规格

	生长方式
	直拉法 或 磁场直拉法

	晶向(度)
	<100> ± 1.0

	硅片类型
	不做要求

	掺杂剂
	不做要求

	去边(毫米)
	3

	电阻率(欧姆-厘米)
	0.5-100

	径向电阻率变化
	不做要求

	氧浓度(1E17/cm3)
	不做要求

	径向氧含量变化(距边=6mm)
	不做要求

	碳浓度
	不做要求

	体铁浓度
	不做要求

	晶圆ID标记
	T7 + OCR

	标记位置
	背面

	退火
	不做要求

	直径（毫米）
	300± 0.2

	切口深度（毫米）
	1+0.25,-0.00

	切口方向
	<110> ±1.0 
or <100> ± 1.0

	切口角度（度）
	90 +5,-1

	边缘锐度
	Cy=194

	边缘表面状态
	抛光

	厚度(微米)
	775±25

	总厚度变化(微米)
	≦10

	弯曲
	不做要求

	翘曲(微米)
	≦100

	正面局部最小平方和的最大范围(方格尺寸25*25)PUA95%
	不做要求

	表面金属污染
	　

	钠，铝，钙，钾
	≦1xE10/cm2

	铁，铬，铜，镍，锌
	≦1xE10/cm2

	划痕（宏观）
	无

	划痕（微观）
	≦35mm（总长度)

	≧0.2um
	≦50

	≧0.16um
	不做要求

	≧0.09um
	不做要求

	≧0.065um
	不做要求

	≧0.037um
	不做要求

	背面标准
	　

	亮度（光泽度）
	≧80%

	划痕（宏观）
	不做要求

	划痕（微观）
	不做要求

	背面局部光散射
	不做要求


硅片-P-Control控片规格书
	项目
	规格

	生长方式
	直拉法 或 磁场直拉法

	晶向(度)
	<100> ± 1.0

	硅片类型
	P

	掺杂剂
	硼

	去边(毫米)
	3

	电阻率(欧姆-厘米)
	8-12

	径向电阻率变化
	≦10%

	氧浓度(1E17/cm3)
	≦8.5

	径向氧含量变化(距边=6mm)
	≦10%

	碳浓度
	≦0.3 ppma

	体铁浓度
	≦1×E10/cm3

	晶圆ID标记
	T7 + OCR

	标记位置
	背面

	退火
	不做要求

	直径（毫米）
	300± 0.2

	切口深度（毫米）
	1+0.25,-0.00

	切口方向
	<110> ± 1.0

	切口角度（度）
	90 +5,-1

	边缘锐度
	Cy=194

	边缘表面状态
	抛光

	厚度(微米)
	775±20

	总厚度变化(微米)
	≦10

	弯曲
	不做要求

	翘曲(微米)
	≦100

	正面局部最小平方和的最大范围(方格尺寸25*25)PUA95%
	不做要求

	表面金属污染
	　

	钠，铝，钙，钾
	≦1xE10/cm2

	铁，铬，铜，镍，锌
	≦1xE10/cm2

	划痕（宏观）
	无

	划痕（微观）
	≦35mm
（总长度)

	≧0.2um
	不做要求

	≧0.16um
	≦50

	≧0.09um
	不做要求

	≧0.065um
	不做要求

	≧0.037um
	不做要求

	背面标准
	　

	亮度（光泽度）
	≧80%

	划痕（宏观）
	不做要求

	划痕（微观）
	不做要求

	背面局部光散射
	不做要求




硅片-产品片1规格书
	序号
	项目
	单位
	规格

	1.一般特性
	　
	　

	1.1
	晶体生长方式
	　
	磁场直拉法

	1.2
	晶向
	度数
	(100) +/-1°

	1.3
	导电类型
	　
	N type

	1.4
	掺杂剂
	　
	砷

	1.5
	边缘去除
	mm
	3

	2. 电学/化学特性
	　

	2.1
	衬底电阻率
	ohm-cm
	0.001 ~0.003

	2.2
	径向电阻率变化
	%
	<=10

	2.3
	氧浓度
	ppma
	7~15

	2.4
	径向氧含量变化
	　
	不做要求

	2.5
	碳浓度
	ppma
	<=1.0

	2.6
	体铁浓度
	Atom/cm3
	不做要求

	3. 结构特征

	3.1
	位错，滑移线，旋涡缺陷，系属缺陷，孪晶缺陷
	ea/cm2
	无

	3.2
	浅坑缺陷
	　
	无

	3.3
	氧化诱生层错
	ea/cm2
	无

	4. 晶圆制备特性

	4.1
	晶圆ID标记
	　
	T7+OCR

	4.2
	标记面和位置
	　
	背面

	4.3
	洁净区
	um
	无

	4.4
	外吸杂
	　
	无

	4.5
	退火
	　
	不做要求

	5. 机械特性

	5.1
	直径
	mm
	300.0+/-0.2

	5.2
	切口深度
	mm
	1.0-1.25

	5.3
	切口方向
	度数
	<100> +/-1°

	5.4
	切口角度
	度数
	89-95

	5.5
	边缘锐度
	　
	SEMI STD

	5.6
	边缘表面状态
	　
	抛光

	5.7
	衬底厚度
	um
	775+/-25

	5.8
	总厚度变化
	um
	<=8

	5.9
	翘曲
	um
	<=50

	5.10 
	弯曲
	um
	-50~50

	5.11
	正面局部最小平方和的最大范围(方格尺寸26mm*8mm)
	um
	<=0.4

	5.12
	PUA (Good Sites/Wafer)
	%
	100%

	5.13
	表面处理
	　
	抛光

	6.  外延层特性

	6.1
	外延导电类型
	　
	N

	6.2
	外延掺杂剂
	　
	磷

	6.3
	外延电阻率
	ohm-cm
	0.25+/-5%

	6.4
	外延径向电阻率变化
	%
	<=6

	6.5
	外延厚度
	um
	7.0+/-4%

	6.6
	外延厚度变化
	%
	<=5%

	7. 表面化学特性

	7.1
	表金属：钠，铝，钙，钾
	atom/cm2
	<=5E10

	7.2
	表金属：铁，铬，铜，镍，锌
	atom/cm2
	<=5E10

	7.3
	表面有机物
	　
	无

	8. 正面标准

	8.1
	划痕、裂纹、污染
	　
	无

	8.2
	局部光散射缺陷
	　
	　

	
	LLS>=0.09 pm
	ea/wafer
	<=50

	
	LLS>=0.12 pm
	ea/wafer
	<=35

	
	LLS>=0.16 gm
	ea/wafer
	<=20

	9. 背面标准

	9.1
	背封
	A
	LTO1500A+/-10%+Poly4000A+/-10%+LTO1000A+/-10%

	9.2
	面幅去除
	　
	需要去除面幅

	9.3
	背损伤
	　
	无

	9.4
	亮度（光泽度）
	　
	>=80%

	9.5
	划痕（宏观）
	　
	无

	9.6
	划痕（微观）
	mm
	<=25总长度)

	9.7
	背面金属：钠，铝，钙，钾
	atom/cm2
	<=5E10

	
	铁，铬，铜，镍，锌，钛，镁，锰，钼，钒，钴
	
	

	10. 运输箱

	10.1
	运输箱
	　
	25片/盒，材质具有高强度和耐用性，能够承受长期的运输和储存，具有防尘和防水的功能，能够保证晶圆在运输和储存过程中不受到任何污染和损伤。




硅片-产品片2规格书
	No.
	项目
	单位
	规格

	1.一般特性
	　
	　

	1.1
	晶体生长方式
	　
	磁场直拉法

	1.2
	晶向
	度数
	(100) +/-1°

	1.3
	导电类型
	　
	P type

	1.4
	掺杂剂
	　
	硼

	1.5
	边缘去除
	mm
	3

	2. 电学/化学特性
	　

	2.1
	衬底电阻率
	ohm-cm
	0.0024 ~0.0031

	2.2
	径向电阻率变化
	%
	<=10

	2.3
	氧浓度
	ppma
	7~15

	2.3.1
	径向氧含量变化
	　
	不做要求

	2.4
	碳浓度
	ppma
	<=1.0

	2.5
	体铁浓度
	ppma
	不做要求

	3. 结构特征

	3.1
	位错，滑移线，旋涡缺陷，系属缺陷，孪晶缺陷
	ea/cm2
	无

	3.2
	浅坑缺陷
	　
	无

	3.3
	氧化诱生层错
	ea/cm2
	无

	4. 晶圆制备特性

	4.1
	晶圆ID标记
	　
	T7+OCR

	4.2
	标记面和位置
	　
	背面

	4.3
	洁净区
	um
	无

	4.4
	外吸杂
	　
	无

	4.5
	退火
	　
	不做要求

	5. 机械特性

	5.1
	直径
	mm
	300.0+/-0.2

	5.2
	切口深度
	mm
	1.0-1.25

	5.3
	切口方向
	度数
	<100> +/-1°

	5.4
	切口角度
	度数
	89-95

	5.5
	边缘锐度
	　
	SEMI STD

	5.6
	边缘表面状态
	　
	抛光

	5.7
	衬底厚度
	um
	775+/-25

	5.8
	总厚度变化
	um
	<=8

	5.9
	翘曲
	um
	<=50

	5.10 
	弯曲
	um
	-50~50

	5.11
	正面局部最小平方和的最大范围(方格尺寸26mm*8mm)
	um
	<=0.4

	5.12
	PUA (Good Sites/Wafer)
	%
	100%

	5.13
	表面处理
	　
	抛光

	6.  外延层特性

	6.1
	外延导电类型
	　
	P

	6.2
	外延掺杂剂
	　
	硼

	6.3
	外延电阻率
	ohm-cm
	0.1+/-6%

	6.3
	外延电阻率
	ohm-cm
	0.54+/-6%

	6.4
	外延径向电阻率变化
	%
	<=10

	6.5
	外延厚度
	um
	2+/-5%

	6.5
	外延厚度
	um
	2.5+/-5%

	6.6
	外延厚度变化
	%
	<=5%

	7. 表面化学特性

	7.1
	表金属：钠，铝，钙，钾
	atom/cm2
	<=5E10

	7.2
	表金属：铁，铬，铜，镍，锌
	atom/cm2
	<=5E10

	7.3
	表面有机物
	　
	无

	8. 正面标准

	8.1
	划痕、裂纹、污染
	　
	无

	8.2
	局部光散射缺陷
	　
	　

	
	LLS>=0.09 pm
	ea/wafer
	<=50

	
	LLS>=0.12 pm
	ea/wafer
	<=35

	
	LLS>=0.16 gm
	ea/wafer
	<=20

	9. 背面标准

	9.1
	背封
	A
	LTO1500A+/-10%+Poly4000A+/-10%+LTO1000A+/-10%

	9.2
	面幅去除
	　
	需要去除面幅

	9.3
	背损伤
	　
	无

	9.4
	亮度（光泽度）
	　
	>=80%

	9.5
	划痕（宏观）
	　
	无

	9.6
	划痕（微观）
	mm
	<=25总长度)

	9.7
	背面金属：钠，铝，钙，钾
	atom/cm2
	<=5E10

	
	铁，铬，铜，镍，锌，钛，镁，锰，钼，钒，钴
	
	

	10. 运输箱

	10.1
	运输箱
	　
	25片/盒，材质具有高强度和耐用性，能够承受长期的运输和储存，具有防尘和防水的功能，能够保证晶圆在运输和储存过程中不受到任何污染和损伤。





硅片-产品片3规格书
	No.
	项目
	单位
	规格

	1.一般特性
	　
	　

	1.1
	晶体生长方式
	　
	磁场直拉法

	1.2
	晶向
	degree
	(100) +/-1°

	1.3
	导电类型
	　
	P type

	1.4
	掺杂剂
	　
	硼

	1.5
	边缘去除
	mm
	3

	2. 电学/化学特性
	　

	2.1
	衬底电阻率
	ohm-cm
	0.0025 ~0.0031

	2.2
	径向电阻率变化
	%
	<=10

	2.3
	氧浓度
	ppma
	7~15

	2.3.1
	径向氧含量变化
	　
	不做要求

	2.4
	碳浓度
	ppma
	<=1.0

	2.5
	体铁浓度
	ppma
	不做要求

	3. 结构特征

	3.1
	位错，滑移线，旋涡缺陷，系属缺陷，孪晶缺陷
	ea/cm2
	无

	3.2
	浅坑缺陷
	　
	无

	3.3
	氧化诱生层错
	ea/cm2
	无

	4. 晶圆制备特性

	4.1
	晶圆ID标记
	　
	T7+OCR

	4.2
	标记面和位置
	　
	背面

	4.3
	洁净区
	um
	无

	4.4
	外吸杂
	　
	无

	4.5
	退火
	　
	不做要求

	5. 机械特性

	5.1
	直径
	mm
	300.0+/-0.2

	5.2
	切口深度
	mm
	1.0-1.25

	5.3
	切口方向
	度数
	<100> +/-1°

	5.4
	切口角度
	度数
	89-95

	5.5
	边缘锐度
	　
	SEMI STD

	5.6
	边缘表面状态
	　
	抛光

	5.7
	衬底厚度
	um
	775+/-25

	5.8
	总厚度变化
	um
	<=8

	5.9
	翘曲
	um
	<=50

	5.10 
	弯曲
	um
	-50~50

	5.11
	正面局部最小平方和的最大范围(方格尺寸26mm*8mm)
	um
	<=0.4

	5.12
	PUA (Good Sites/Wafer)
	%
	100%

	5.13
	表面处理
	　
	抛光

	6.  外延层特性

	6.1
	外延导电类型
	　
	P

	6.2
	外延掺杂剂
	　
	硼

	6.3
	外延电阻率
	ohm-cm
	0.1+/-6%

	6.3
	外延电阻率
	ohm-cm
	0.85+/-6%

	6.4
	外延径向电阻率变化
	%
	<=10

	6.5
	外延厚度
	um
	2+/-5%

	6.5
	外延厚度
	um
	3.4+/-5%

	6.6
	外延厚度变化
	%
	<=5%

	7. 表面化学特性

	7.1
	表金属：钠，铝，钙，钾
	atom/cm2
	<=5E10

	7.2
	表金属：铁，铬，铜，镍，锌
	atom/cm2
	<=5E10

	7.3
	表面有机物
	　
	无

	8. 正面标准

	8.1
	划痕、裂纹、污染
	　
	无

	8.2
	局部光散射缺陷
	　
	　

	
	LLS>=0.09 pm
	ea/wafer
	<=50

	
	LLS>=0.12 pm
	ea/wafer
	<=35

	
	LLS>=0.16 gm
	ea/wafer
	<=20

	9. 背面标准

	9.1
	背封
	A
	LTO1500A+/-10%+Poly4000A+/-10%+LTO1000A+/-10%

	9.2
	面幅去除
	　
	需要去除面幅

	9.3
	背损伤
	　
	无

	9.4
	亮度（光泽度）
	　
	>=80%

	9.5
	划痕（宏观）
	　
	无

	9.6
	划痕（微观）
	mm
	<=25总长度)

	9.7
	背面金属：钠，铝，钙，钾
	atom/cm2
	<=5E10

	
	铁，铬，铜，镍，锌，钛，镁，锰，钼，钒，钴
	
	

	10. 运输箱

	10.1
	运输箱
	　
	25片/盒，材质具有高强度和耐用性，能够承受长期的运输和储存，具有防尘和防水的功能，能够保证晶圆在运输和储存过程中不受到任何污染和损伤。






硅片-产品片4规格书
	序号
	项目
	单位
	规格

	1.一般特性
	　
	　

	1.1
	晶体生长方式
	　
	磁场直拉法

	1.2
	晶向
	度数
	(100) +/-1°

	1.3
	导电类型
	　
	N type

	1.4
	掺杂剂
	　
	红磷

	1.5
	边缘去除
	mm
	3

	2. 电学/化学特性
	　

	2.1
	衬底电阻率
	ohm-cm
	0.001-0.0013

	2.2
	径向电阻率变化
	%
	<=10

	2.3
	氧浓度
	ppma
	7~15

	2.4
	径向氧含量变化
	　
	不做要求

	2.5
	碳浓度
	ppma
	<=1.0

	2.6
	体铁浓度
	Atom/cm3
	不做要求

	3. 结构特征

	3.1
	位错，滑移线，旋涡缺陷，系属缺陷，孪晶缺陷
	ea/cm2
	无

	3.2
	浅坑缺陷
	　
	无

	3.3
	氧化诱生层错
	ea/cm2
	无

	4. 晶圆制备特性

	4.1
	晶圆ID标记
	　
	T7+OCR

	4.2
	标记面和位置
	　
	背面

	4.3
	洁净区
	um
	无

	4.4
	外吸杂
	　
	无

	4.5
	退火
	　
	不做要求

	5. 机械特性

	5.1
	直径
	mm
	300.0+/-0.2

	5.2
	切口深度
	mm
	1.0-1.25

	5.3
	切口方向
	度数
	<100> +/-1°

	5.4
	切口角度
	度数
	89-95

	5.5
	边缘锐度
	　
	SEMI STD

	5.6
	边缘表面状态
	　
	抛光

	5.7
	衬底厚度
	um
	775+/-25

	5.8
	总厚度变化
	um
	<=8

	5.9
	翘曲
	um
	<=50

	5.10 
	弯曲
	um
	-50~50

	5.11
	正面局部最小平方和的最大范围(方格尺寸26mm*8mm)
	um
	<=0.4

	5.12
	PUA (Good Sites/Wafer)
	%
	100%

	5.13
	表面处理
	　
	抛光

	6.  外延层特性

	6.1
	外延导电类型
	　
	N

	6.2
	外延掺杂剂
	　
	磷

	6.3
	第一层外延电阻率
	ohm-cm
	0.24+/-5%

	6.4
	外延径向电阻率变化
	%
	<=6

	6.5
	第一层外延厚度
	um
	3.4+/-4%

	6.6
	外延厚度变化
	%
	<=5%

	7. 表面化学特性

	7.1
	表金属：钠，铝，钙，钾
	atom/cm2
	<=5E10

	7.2
	表金属：铁，铬，铜，镍，锌
	atom/cm2
	<=5E10

	7.3
	表面有机物
	　
	无

	8. 正面标准

	8.1
	划痕、裂纹、污染
	　
	无

	8.2
	局部光散射缺陷（LLS）
	　
	　

	
	LLS>=0.09 pm
	ea/wafer
	<=50

	
	LLS>=0.12 pm
	ea/wafer
	<=35

	
	LLS>=0.16 gm
	ea/wafer
	<=20

	9. 背面标准

	9.1
	背封
	A
	LTO1500A+/-10%+Poly4000A+/-10%+LTO1000A+/-10%

	9.2
	面幅去除
	　
	需要去除面幅

	9.3
	背损伤
	　
	无

	9.4
	亮度（光泽度）
	　
	>=80%

	9.5
	划痕（宏观）
	　
	无

	9.6
	划痕（微观）
	mm
	<=25总长度)

	9.7
	背面金属：钠，铝，钙，钾
	atom/cm2
	<=5E10

	
	铁，铬，铜，镍，锌，钛，镁，锰，钼，钒，钴
	
	

	10. 运输箱

	10.1
	运输箱
	　
	25片/盒，材质具有高强度和耐用性，能够承受长期的运输和储存，具有防尘和防水的功能，能够保证晶圆在运输和储存过程中不受到任何污染和损伤。



